CONCISE EXPLANATION I^BbE 198 40 508 



DE 198 40 508 discloses a method in which trenches on the front side of the wafer are produced. The 
thickness of these trenches is smaller than the wafer thickness. Then, such a trenched wafer is attached 
to a support foil and then a back side thinning process by means of grinding of the wafer is performed to 
singulate the wafer to obtain single chips. Therefore, this reference is not pertinent to the present 
invention. 
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Die folgenden Anoabeii sind den vom Anmelder 

Pruifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<g) Verfahren zum Vereihzeln von Halblelter-Bauelementen . 

<§) . Auf der Waferfrontsefte (1) werden entiang der ge- 
: wQnschten Trennlinien <5, 6) zwisdien den zukunfdgen In- 
dMduelleh Halbieiter-Bauelementen (8) Graben (4) er- 
zeugt deren Tiefe (14) gennger ate die Didce (16) des Wa- 
fers (2) ist Anschlie&end wird die Dicke des VMers von 
der Ruckselte (32) her soweit vermindert daS die dabel 
entstehende.Waferruckseite (32*) die Grabenboden (4b) 
erreicht. ■ 
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geringer als die Dicke des Wafers ist, und 
b) in einem spSteren Verfahrenssi^tt die Dickfe 'des'"'^' 
Wafers Von sdner l^dte her 29iafi^fiS^ 
mindeit wild, dafiW^abei eritstehehde Waferriic]^^ ' 
seite die GrabcnbMen crreicht 

Bei dem erfinduogsgemMBen Veifahren k&nnen die Gra- ' 

bezeichnet winL Die \brderseite oder Fxontsdte des Wafers ben init an sich bekannten imd behenschten ' Verfahren er-' 

wind gemSfi den fimktionalen AnfcHderungen und den Kon- zeugt werden. Die Gi9ben kdnnen bevorzugt diirch Atzen, 
taktierungsbedingungra beieichswdse strukturieit. An- lO insbesondeie NaBStzen, IVockenatzen oder Plasih^tzen* 

schlieSend werden die so strukturierten Berdche unter Bil- oder Laso^hndden erzeugt weiden. \bneilhafterweise er- 

dyng individueller Halbleiler-Bauelemente voneinander ge- folgt duich das Einbringen der Graben in die Waferfioht- 

uennt werden. Dieser Itennvorgang wild auch als Verein- seite keine vollstMndige, sondem nur etne tdlwetse Materi- 

zeln bezeichnet. - altrennunginRichtungderWafeidicke.IDabei wiiddieMin- 
Um dne saubere Ttamun^ zu gewahrleisten, die tnsbe- 15 desttiefe der Giibendurch die gewQnschte Dicke des ferd- 

sondcie die hochempfindlicfaen strukturierten Beidche der gen Halbldter-Bauelementes bestimmt 

Halbleiterchips unbecintraditigt laflt und die zu crzeugen- Ein wesentlicher Aspekt der Erfindung isl die Erkenntnis, 

den Kanten mdgiichst hochwotig ausbildet, mufl das Vsr- daB mechaniscbe Pn^leme, insbesondeie die Gefahr eines 

dnzeh) hocbprazise und materialschonend durchgefiihrt Chipbnichs, daduich erfaeblidi vennindeit oder gar ausge- 
werden. Dabd werden die zunSchst auf der gemeinsamen 20 schlossen werden kOnnen« daB zur Vbreinzelung von der 

Halbldterschdbe ausgcbildeten aktiven Berdche der sp2te- Wafcrfirbntsdte her nur ein Tdlabtrag des Wafermaterials 

ren Halbldterchips durch sogenannle "Ritzrahmen" vondn- erfbideriich ist Damit kann die Schnitoiefe und somit die 

ander getrennt Der Ausdruck -Ritzrahmen" ist historisch mechaniscbe Belastung des Wafermaterials beim Veidnzd- 

bedirigtundbezieht sich aufIYennyerfahren«bddenen nut- ungsprozeB ^rheblich venninden weiden. 
tels dncr Diamantspitze V-f5imige Spuren entlang des Ritz- 25 Ein wesenitlicher Vorteil des erfindungsgemkBen Verfah- 

rahmens erzeugt wuiden, an denen^nscfalieBend dutch Bie* besteht darin, daB der zur voUstMndigra Verdnzelung 

Chen die Halbldter-Bauelemente veidnzelt woiden. Die da- der Halbldter-Bauelemeiite notwendige wdt^e Matraalab- 

fiir vorzusehende Spurbrritc (Ritzrahmaibrdte) liegt in dCT trag in Richtung der Wafwxlicke von der Rtickseite des Wa- 

GrbBenordnung von 100 und ist somit dn wesendicher fers her in dem Verfahrensschritt des Ubiicherwdse ohndiin 
Faktor im Hinblick auf die Ausbeute einer HalbldtCT- 30 notwendigen Vdminderns der Waferdickc (sog. Wafcrdlln- 

schdbe, iiisbesondeie bd dem derzeitigen Ttaid zu iiiuner nien) integriert werden kaim. 

kldner werdenden Halbldteidups. Das crfindungsgemaBe Verfahren zdchnet sich auch da- 

Aus der DE 44 14 373 Al gehl ein heute wdt verbrdtetes duich aus, daB kdne wesentlichen zusStzlichen Verfahreris- 

Verfahren zum Verdnzeln vom Halbldter-Baudementen schritte erfordcrlich sind, um die Qualitat der Halbldter- 
bcrvor; das auf dem Sigen bzw. "ncnnschldferi basiert Mit 35 chipkanten dgnifikant zu ohShen. AuBeixieni gestam das 

diesemVorfahren kdnnen lelativsaubmHalbldterchipkan- ei&iduQgsgemiBe Ver&hxen in vortdlhafier Wdse eine 

ten unabhSngig von ctwaigen , Kiistallorientienmgen des wdtere.Verengung des Ritzrahmens bzw. der Giabeiihreite» 

HalbldtenDaterials caengf, wenleo. Pabd wixd der Wafer wdl die GrSben nur mit einer erfaeblicfa geiingeiea llefe als 

aufememX-Y-Tisdibefestigtuiidzelalivzueinermithoher bisherausgdnldet werden inOssen. 
Drehzahl loticrenden Diamantschldfschdbe bewegt Dabd 40 Bd der bevorzugten Verwendung von Atzverfahren oder 

ist es flblich, den Wafer auf dne sclbstklebende lyagerfolie bdm Laserschndden ist kdn Materialabtrag durch zotie- 

aufeubringen und mit geringer Hefe (ca. 10 prii) in die Fblie rende Schndden (z. B. SIgd>iatter) iiivolviert; dies bedeutet 

hindiizusSgen, um das Wafennaterial entlang dem jewdli- dne besotiders schonende Befaandlung der entstefaenden 

ga Ritzrahmen zatrenneauiid damit ei^ WyiMdtffl»*ipiq'ntiTi 

einzclurig der Halbldter-Bauelemente zu rcaKsiercn.U^ 45 Ein besonders schonender MatcrialabtiBg Mt rich nach . 

doch etne hdheQuafiOtt der bdd^Tbennprozefig^ dner vorteilhaften Weitetbildung des eifindungsgemSBen 

Halbkxtevdiqdcanten zn gewShzleisten, mOssen fiuBetst Verfthrens dadmcfa cndchen, daB die GiKben durch kumu- 

hodiwertigeSchnddwericzeugc verwendet werden. Dies ist Mven Matedalabtiag erzeugt wenien. In di^sem Zusam- 

kostenaufwendig und beri ntrfi ch tig t w^en der begrenztea meohang ist es besonders vorteilhaft. wenn der lomii^ 

StaiidzdtendcrWrfczeugedenFerligungsprozeBbzw.dcn 50 Materialabtrag im Rahmeri von \fefahrensschritten vorge- 

Feitigungsduichsatz. Auch das emeute Einrichten nach d- nommen wird, die ohnehin zur struktuiell«i Beaibdtung 

nem Wokzeugaustausch ist im Hinblick auf die dnzuhal- der fimktionalen Waferfiontsdte durdigefulm w«dcn. So 

tendengeringenToleranzenvergldchsweiseaufwendig. . kfinnen bdspielswdse mefaxm erforderliche ItenchStzun- 

Da sdion geririgste medianische oder geometrische De- gen dazu dienen, die GiSben scbittwdse zu vertiefen. Dies 

fekte an den RSndem (Kanten und inisbeson 55 hat den erfadilichen Vorteil^ Hafl v«n ms^^^^rhfr Aufivand 

HalbldteicMps die Bruchgefahr erheblich erli5hen, besteht . zurErzeugungdCTGrabenanfdllL . 

insbesondcre im Kiiblick auf das Bestreben nach wdter Eb Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend 

verengten Ritzrahmen Bedarf nach einem Verfahren zum anhand dner Zdchnung wdter erllutert; es zdgen: 

Ver dnzel n von Halbldter-Bauelementai, das annfihemd Rg. 1 schematisch dnen m5glidien Ablauf des «fin- 

fehlo&de Kanten der verdnzelten Halbleiter-Baudemente M dungsgem&BoiVerfahrens und • 

^^^0^ Fig.2ei^enAusschnittdnesnachdemerfindungsgema- 

Dazu ist erfindungsgemSB ein Verfahren zum Vcieinzeln Ben Verfahren prozessierten Wafers, 

von Halbldter-Bauelementen aus ihrem ursprOnglichen Wa- GemSB den Fig. 1 und 2 wird in an sich bekannter Weise 

fer-Verband vorgesehen, bd dem: zunSchst die Frontsdte 1 eines Wafers 2 bearbdtet Dabd 

65 werden auch Gxaben4 entlang gewOnschteriydmlinie^ 
a) auf der Waferfiontsdte entlang g wOnschter Ttam- eingdnacht Die TtennUnien 5, 6 di^finieren dn Raster, das 
linien zwisdien den zukOnftigen tndividuellen Halbid* der Anordnung der zu erzeugenden (zukOnftigen) Halbld- 
ter-Bauelementen Graben erzeugt werden, deren Tiefe terchips 8 entspricht Der Verlauf (fcr TYwmlinien gibt den 



Beschrdburig 



Die Erfindung betxiffl die Fertigun^jj^Halbld 
elementen (nachfolgend auch als He^Hnichips 



bHalbldter-Bau- 
bezdch- 

net), die zunMchst auf einem goneinsamen Halbldter-Aus- 
gangsmaterial ausgdnldet werden. Das Ausgangsmaterial 
Uegt in Form einer Halbldterscheibe vor, die auch als Wafer 
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sogenannteQ^IUta:a})m der prinzipiell den bis- 

herigen^;^geij^p^^ ,S^^ enttAjcbt Der Ritzrah- 
moi ist dabei diach dai Abstand von^^Bukunfidgen Kan- 
ten der Halbldteichips nach doen V^Bzelung besdnimt, 
d h, beispielsweise (iiich den Zwischeoraum zwiscben An- 
schluBflSchen (Pads) benacbbarter Cbips. Gegebenenfolls 
.kSnnen di AnschlubfiScbra von Scbutzringen umgd)en 
sein, die nicht veriielzt weiden dOrfen; die Ritzrahmenhreite 
wSre dann durdi die Schutziinge begrenzL 

Die einzelnen zukOnftigen Halbldtercbips 8 sind somit 
zunScbst in einem gemeinsamen Wafer- Voband 12 entbal- 
ten. Dieliefe 14 der GiSben 4 ist goinger bemessen als die 
ursprOnglicbe Dicke 16 des Wafers. 

Die GtSboi 4 kdnnen wie ang€deutet duzch den Sdrndd- 
strahl 18 einesLasen 19 erzeugt weiden, der in seiner L^- 
stung so eingestellt ist, dafiiler Scbnddstrabl 18 den Wafer* 
12 nicht voUstandig duichtrennt, sondeni Graben 4 mit der 
gewfinschten Tiefe - d. h. dnem gcfwOnschtcm Abstand 14 
zwischra Grabenbdden 4b und Frontsdte 1 - erzeugt 

Die Qf^boi 4 kdnnen audi duxch Atzungen 20, 21 eczeugt 
werden.Besondersvoxtdlhaftk5nnendieGiSben4imRah- • 
meD mehrerCT Atzungen (z. B. NaBStzen) 20, 21 erzeugt 
woden, die nacheinandedblgend duichgefiihit werden, um . 
die Waferfhmtseite 1 in gewUnsditer Wdse zu strukturieien 
und die beispielswdse als sogenannte TtenchStzungen.die- .25 
nen. Mit den aufdnanderfolgendeh Atzungra 20, 21 wild 
die Grabentiefe 14 in z. B. zwd Teilatzungen mit einer er- 
sten Tiefe 24 und eino- zwdten Hefe 25 sukzessive eizeugt 

AnschlieBend wird der Wafer 2 mit seiner stiukturieiten 
Bnontsdte 1 auf eine lYdgerfolie 30 geklebL Von der Riidc- 
sdte 32 des Wafers 2 her wird die urspriinglicbe Didce.16 
des Wafers 2 vennindeiL Dies eifolgt beispidswdse imter 
Verwendung von diamantbesetzten Flachschleifschdben 
40, wie im unteren Tefl der Fig. 2 angedeutet, Bevoxzugt 
wild das Ungsseitenpiaitsdileifen nadi DIN 8598X11. Da- 
bd wild der mit seiner Frontsdte fertigpiozessieite Wafer 
ifldcwaiti| mit dnem lotietcnden Schldfring beaifaeitet, der 
mit defimener asdaler Abrscfaubgesdiwin^c^ die 
RQdcsdte des Wafers eindringt^Dabd wild der Wafer teil- - 
ringffirmig GbqndedcL Um einen voUstSndigCT gldcbmSfii- 40 
gen Abtrag der Waferriidcsdte zu gewShrldsten, wild der 
Wafer radial celativ zur Sdileifsdidbe beyr^ Dabd kann 
ach je nach Vafiahrenswdse ein stufenwdser Maierialab- 
tzag eiigeben, an den dch dn Fdnschliff ansdhfie& Dabd > 
wexden z.B. von einm Wafer von urspiQnglich S2S.pm 45 
I^dce 400 |nn abtxagen. SdbstveistSndlidi k&^^ 
erfindnngsg^mSfien Veifidnen anch weseniHdi dflnnere 
fer behanddt werden. SchlieBlich endcht die Sdileif- 
sdieibe 40 mit ihxer Obendite 41 infolge des lOdcwiitigen 
Midttialabtrags dieBdden 4b der GrSben 4, wodmdi die in- 
dividuellen Halbleiteicfaips 8 von ihien jewdligen Nacfabaro 
V DstSndig getxennt (vierdnzelt) sind und nur noch an der 
gemdnsamen *nSg^olie 30 haften. Somit fMllt die neu er- 
zeugte RQcksdte 32* in die Ebene der GiSbenbdden 4b, so 
daB aus den Giiben 4 Trennfugen wenlen. BedaiSswdse 
kann anschliefiend die Waferdicke 14* noch weiter vennin- 
dert (gedunnt) weiden. 

Mt dem erfindungsgem^&en Verfahien wild insbeson- 
dere bd Verwendung von Atzverfahren oder Laserschndd- 
verfahrenzurHostellungderGrabaiderbisbernotwendige 60 
SagepxozeB ersmt Dies bedeutet nicht nur eine eifadiliche. 
veifslirenstechnische Verdnfachung, sondem insbesondere 
auch dne wesentlich schonendere Behandlimg der entste- 
bendoi Halbldterdiipkanten. Die Kadten sind damit fid , 
von medianischen Defekten. Das erfindungsgemSfie Vex^ ^ 
fahxen enndglichl auBerdem, die SQgenannten Ritzrahmen 
zu verengen, was die Anzahl mdglicher Halbldterchips pip 
Wafer (Ausbeute) exfad}lidr eriiSht. 
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PatentansprQch 

1. .Verfahien zui^j^^inzeln von Halbldter-Bauele- 
menten (8) aus ibiem ursprunglichen WaferrVeiband 
(12), bd dem: 

a) , auf der Wafei&ontsdte (1) entlang g wiinsch- 
ter IVennliniisn (5, 6) zwischen den zukQnftigen 
individuellen Halbldter-Bauelementen (8) Gra- 
ven (4) eneugt werden, deien Tiefe (14) geringer 
als die Dicke (16) des Wafers (2) ist, und 

b) in einem spateren >ferfahiensschritt die Dicke 
(14*) des Wafeis (2) seiner der Rucksdte (32) her 
zumindest sowdt veimindeit wild, daB die dabd 
oitstehende WafenOdcsdte (32*) die GiSbenbd- 
iden (4b) endcht 

2. Verfalnen nach Anspnich 1, wobd die (jiSben (4) 
duich Atzen oder Lasdschndden erzeugt werdcn. 

3. Ver&hien nach Anspiuch 1 oder 2, wobd die CM- 
. ben (4) dutch fcumulativqi Mateiialabtiag 25) er- 
zeugt weiden. 

4. Verfahren nach Ansproch 3,- wobd der kumuladve 
Materialabtrag (24, 25) ini Rahmen von Verfahiens- 
schritten (20, 21) vorgenomnien wild, die tar struktu- 
' xelloi Beaibdtung der funktionalen \^ezfinontsdte (1) 
duichgefiihrt werden. 



Hierzu 1. Sdte(n) Zdchnungen 
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FIG # 



Waferoberseite (Frontseite) bearbeiten; 

GrSben entlang gewOnschter Trennlinien einbringen 



Wafer in it Frontseite auf TrSgerfolie aufbringen 



WaferrOckseite dOnnen,bis GrSbenbOden errelcht werden 



Indlvlduelle Halbleiter-Bauelemente vereinzeln 
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